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【はじめに】InGaN 系発光デバイスにおいて，長波長領域の発光効率が低下する原因の一つとし

て，高 In組成領域における InGaN と GaNの大きな格子不整合が挙げられる．ScAlMgO4 (SCAM)

基板は，格子定数が a = 0.3245 nm, c = 2.5295 nm [1]であり，(0001)面上に成長した場合，In組成が

約 17%の InGaNと格子整合する．そのため，無歪の InGaN/SCAM (0001)下地層上に高 In組成 InGaN

活性層を作製することができれば，従来の GaN下地層上の構造と比べて格子不整合を大幅に抑制

できると期待される．我々は，これまで有機金属気相成長(MOVPE)法により SCAM 基板上への格

子整合 InGaN 薄膜の作製に成功した.[2] 本発表では，InxGa1-xN/SCAM薄膜において，成長温度に

よる組成制御を行った結果，格子整合近傍で組成の引き込み効果[3]を観測したので報告する． 

  

【実験結果および考察】 MOVPE法により，SCAM (0001)および sapphire (0001) 基板上に，低温

In0.17Ga0.83Nバッファ層(SCAMに格子整合)を介して, 約400 nm の InGaN薄膜を同時に成長した．

この時，InGaN薄膜の成長温度を 830 ºCから 880 ºCまで変化させた．各試料に対し，X線回折(XRD)

測定により InGaN (0002) の 2/ 回折角を評価することで In組成を見積もった．図 1に示すよう

に，sapphire基板上に成長した場合と異なり，成長温度が約 845~860 ºC の範囲で In組成が格子整

合条件である約 17%でほぼ一定になることが分かった．ここで，成長温度は sapphire 基板上の温

度で較正しており，両基板で In組成が異なるのは熱伝導率の違いによると考えられる．図 2(a)お

よび(b)に，InGaN(0002)の 2/ scanの半値幅(FWHM)お

よび室温におけるフォトルミネッセンス(PL)の FWHM

の In 組成依存性をそれぞれ示す．両者ともに約 17%の

組成で極小となることが分かった．これらの結果は，組

成引き込み効果により，格子整合する In 組成で InGaN

が安定に成長しやすく，SCAMとの格子不整合が増加す

るほど組成の不均一性が増加することを示唆している． 
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Fig.1: The c lattice parameters and In compositions 
of InGaN on SCAM and on sapphire substrates 
as functions of growth temperature. 

 

Fig.2: FWHMs of (a) XRD 2 scans and 
(b) RT PL spectra of InGaN/SCAM films as 
functions of In compositions. 
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